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2. NESIL GUNES PILLERI

Ince Tabaka Amorf Silikon (A-Si:H) Giines Hiicreleri:

* |lk kez 1970 lerin ortalarinda guines hticreleri icin kullanilmaya
baslandi.

* Bu madde silane gazindan (SiH,) 80 ile 200 derecede plazma
destekli kimyasal coktlirme islemiyle elde edilmektedir.

 Bu amorf silikon direk bir yariiletken ve cok ince bir aktif
tabakaya yaklasik olarak 1 um sahiptir.

* ek olarak kristal silikona oranla daha disuk sicaklikta daha az
enerji ve dustk maliyetle elde edilmistir.

* a-Si:H normal silikon giines hicresinden tamamen farkhdir. P-N
eklemi yerine P-I-N yapisini kullanmaktadir. Ancak verim
konusunda problemler yasamaktadir. Piyasada bulunan
modellerde verim %10’un altindadir




Cdte Ve Cuinse2 ("CIS") Temelli ince Film:

* Ince film teknolojisi kristal silikona oranla daha
ucuzdur.

* Laboratuvar ortaminda %16-18 oraninda
verim elde edilmistir. Buda kristal silikona

vaklasik bir degerdir. Her iki maddede 600
derecede cama uygulanmaktadir.

* Enerji araligi kadmiyum tellur (CdTe) In
vaklasik olarak 1.45 eV ve bakir indiyum
ikiselenyum (CulnSe2) ki ise 1.04 eV tur. %18
in Uzerinde verim icin ek birtakim
malzemelerle bir yapi olusturmak gerekir.




* Kristal silikon tretimi olduk¢ca makul ve
tecrubelere bakildiginda rahatca anlasilabilir
bir yapi ihtiva etmekte ancak malzemesi
pahalidir. Ince film teknolojisinde ise tam tersi
malzeme ucuz ancak Grun icin uygulanan
surec¢ pahali ve anlasiimasi zordur.

* Eger genis alanlarda bir uygulama yapilacaksa
film teknolojisi kristal silikona tercih edilebilir.



Kristal Silikondan Yapilmis ince Film Giines Hiicresi:

* Ince film teknolojisinin sUregIe ilgili ve ekonomik
avantajlarini kullanmak igin gesitli tesebbusler vardir.
Ornegin, dusik materyal tiketimi, entegre moduil
Uretimi 1sin1 tutan tabakanin kalmllgmm azalmasina

imkan saglar. Isin glines hlicresinin ters yonine

uygulanirsa birkac mikrometre kalinligi radyasyonu

emmek icin yeterlidir. 2 mikrometre kalinhiginda
silikon tabakasi icin verimlilik potansiyeli % 15 o
hesaplanmistir. Depolama sartlari nanokristal si
ile amorf silikona benzedigi icin birlikte tandem

Ki
arak

ikon

hiicreler olarak birlestirilebilmektedir. Silikon ince
film glines hucrelerinin ylksek verimliligi icin 700°C

de coktiurulmeleri gerekmektedir.



Entegre Seri Devrelerle Yapilan ince Film Giines
Hicreleri:

* GuUnes modulunun bireysel hucreleri modul voltaj
degeri hucrelerden yuksek olursa seri bagli
olmalidir. Genellikle 12 veya 24 volt istenir. Butln
ince film teknolojilerinin temel avantaji bireysel
hlcrelerin bir module seri baglanmasinin htcre
tretimiyle baglanabilmesidir.

* Hucre seritlerinin seri baglanmasi icin Uretim
esnasinda 3 adim uygulanmaktadir. Ilk olarak cam
tabaka indiyum oksitle giydirilir. Daha sonra aktif
tabaka cokturalur. Son olarak da diger serit ile
baglanir.




Nano Gozenekli Titan2oksitten Yapilan Dye Gunes
Hicreleri (Tio2):

* Nano gdzenekli titan oksitten yapilan giines
hucrelerinde titanikioksit (TiO, ) kullanilir. Bu gesit
glines hicrelerinin aktifligi titanikioksit ylzeyinde
emilen bir rubidyum dye nanomolekdiler tabakasi
tarafindan verilir. GUnes 1sininin dye tarafindan
emilmesi bu bolgenin genisligiyle mumkutnduir. Emilen
dye’dan titan2oksite baglanti o kadar gucltdur ki
elektron titan2oksite sadece birkac piko saniyesinde
enjekte edilir. Temel yuk ayrimi 3 asamali bir sirectir.

o Dye olusturulmasi

o Elektronun dye’dan titan2oksitin gecirgen bandina
enjekte edilmesi

o Dye’nin elektrolit ile yeniden meydana getirilmesi




e Bir taraftan materyal maliyetleri disuk ve
surec basit oldugundan bu yeni glines htcre
teknolojisi caziptir. Diger yandan dye glnes
hicreleri fizigi diger glines hlicrelerinden
oldukca farklidir ve bu tamamiyla
arastirilmamistir. Sonuc olarak tam
bilinmemektedir. Laboratuvarda % 10 ‘un
tzerinde verimlilige ulasiimistir. Bu tur glines
hicreleri uzun donemli tutarhligi icin
arastiriimaktadir.




Kadmiyum Telliir (CdTe)

* Cok kristalli yapiya sahip bir yariiletken olan bu
malzeme, 1sinlari sogurmada yuksek verime
sahiptir. Yaklasik 1 um kalinliga sahip olmasina
ragmen, Uzerine gelen gunes isinlarinin
%90’In1 absorbe edebilmektedir. Kolay ve ucuz
yontemlerle Uretilir. Enerji donusim verimi a-
Si malzemelere yakinen %7 civarindadir. Unite
Uzerinde cok az miktarda kullanilmasina
ragmen, kadmiyum zehirli bir maddedir ve
Uretim asamasinda bazi onlemler
alinmaktadir.




Bakir indiyum Galyum diSeleneid Giines Hiicresi

Ince film gunes hucrelerinin diger bir tura, Bakir
ndiyum Galyum diSeleneid’den tasarimlanir.
Kisaca CIGS olarak simgelenir. Bu tasarimda, vyari
iletken malzeme esnek bir taban veya ylzey
Uzerine yerlestirilir.

CIGS hucreleri, diger ince filmlerden daha ylksek
bir verime sahiptir. Digerlerinin %8’lik verimine
karsin, CIGS hucrelerinin verimi %10 duzeyindedir.
CIGS hucrelerinin tasariminda, ayni zamanda
pahali vakum depolama sureclerine alternatif
olan, dusuk maliyetli depolama yontemleri
uygulanir. CIGS hiicreleri verim bakimindan
kadmiyum tellGrden tasarimlanan glines
hlcrelerini gecmesi beklenmektedir.




* CIGS ve CdT’e gunes hucreleri teorik olarak
vaklasik %30 duzeylerinde maksimum verime
ulasabilirler. Ancak, gercek uygulama
kosullarinda, CIGS hucrelerin en ytksek verime
sahip olmasi beklenmektedir. Gercek
kosullarda verim yaklasik %25 duzeylerindedir.



Kaynakca

http://web.itu.edu.tr/~kaymak/PV.html

http://www.emo.org.tr/ekler/c7f5e8dcaf51a49
ek.pdf

Gines Enerijisi Elektrik Uretimi: Fotovoltaik
Teknoloji Kitabi - H.H.OZTURK, D.KAYA



